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Flash EPROM writing and/or erasing method for motor 
vehicle control circuitThe method uses a programming or 
erasing voltage corresponding to a reading voltage of the 
EPROM (10). To differentiate the programming or erasing 
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voltage from the reading voltage, programming or erasing 
algorithms with defined addresses and information are 
executed in a defined sequence. The algorithms are stored in 
a volatile memory (12) with a controller (14) providing the 
commands to initiate the algorithms 
EXEMPLARY CLAIMS- Verfahren zum Beschreiben 
und/oder Loschen eines flash-EPROMs, wobei eine 
Programmier- beziehungsweise Loschspannung einer 
Lesespannung des flash-EPROMs entspricht, und zum 
Unterscheiden der Programmierbeziehungsweise 
Loschspannung von der Lesespannung Programmier- 
beziehungsweise Loschalgorithmen mit definierten Adressen 
und definierten Daten in einer definierten Reihenfolge 
abzuarbeiten sind,; dass die Programmier- beziehungsweise 
Loschalgorithmen in einem fluchtigen Speicher verlagert 
werden.; Verfahren nach Anspruch 1,; dass eine Aktivierung 
des fluchtigen Speichers ausschliesslich durch ein externes 
Programmiergerat erfolgt.; Verfahren nach einem der 
vorhergehenden Anspruche,; dass eine Ubergabe der den 
Programmier- beziehungsweise Loschalgorithmen 
zugeordneten Adressinformationen und Dateninformationen 
uber das Programmiergerat erfolgt. 
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(54) Verfahren zum Beschrelben und/oder Lftschen eines f lash-EPROMs 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Beschreiben und/oder LOschen eines f lash-EPROMs, 
wobei eine Programmier- beziehungsweise LGschspan- 
nung einer Lesespannung des flash-EPROMs ent- 
spricht, und zum Unterscheiden der Programmier- 
beziehungsweise Ldschspannung von der Lesespan- 
nung Programmier- beziehungsweise LBschalgorith- 
men mit definierten Adressen und definierten Daten in 
einer definierten Reihenfolge abzuarbeiten sind. 

Es ist vorgesehen, daR die Programmier- bezie- 
hungsweise LOschalgorithmen in einemfluchtigen Spei- 
cher verlagert werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Beschreiben und/oder LOschen eines flash-EPROMs 
mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten 
Merkmalen. 

Stand der Technik 

[0002] Als flash-EPROM (Erasable Programmable 
Read Only Memory) ausgebildete HalWeiterspeicher 
sind bekannt. Diese besitzen in einer Matrix angeord- 
nete Speicherzellen, die von ansteuerbaren Transistor- 
schaltungen gebildet werden, die entsprechend eines 
zu speichernden Dateninhalts in definierte Schaltzu- 
stande versetzbar sind. Zum Beschreiben, Uberschrei- 
ben und/oder LOschen der flash-EPROMs ist bekannt, 
diese mit einer Programmier- beziehungsweise LOsch- 
spannung zu beaufschlagen, wobei entsprechend der 
gewunschten Abspeicherung definierte Adressen und 
definierte Daten an die entsprechend en Adress- bezie- 
hungsweise Datenleitungen zu geben sind. Beim Ein- 
satz der flash-EPROMs in bestimmten 
Schaltungsanordnungen, beispielsweise in Steuergera- 
ten von Kraftfahrzeugen, ist es wQnschenswert, daB 
eine Programmier- beziehungsweise LOschspannung 
der flash-EPROMs einer Lesespannung der flash- 
EPROMs entspricht, damit kein zusatzliches Span- 
nungspotential bereitzustellen ist. Urn das Anliegen 
einer Programmier- beziehungsweise LOschspannung 
von der Lesespannung in diesem Fall unterscheiden zu 
kOnnen, ist bekannt, bestimmte Programmier- bezie- 
hungsweise Loschalgorithmen zu verwenden, mittels 
den en ein versehentliches Beschreiben oder LOschen 
des flash-EPROMs verhindert werden soil. Diese Pro- 
grammier- beziehungsweise Loschalgorithmen beinhal- 
ten eine Bearbeitung einer Routine mit definierten 
Adressen und definierten Daten. Hierbei wird das flash- 
EPROM durch eine bestimmte Reihenfolge von 
Schreibbefehlen auf definierten Adressen und mit defi- 
nierten Daten angesteuert. Hierbei ist nachteilig, daB 
infolge zufalliger elektromagnetischer Entladung 
(EMV), Programmierfehler, Hardwarefehler und/oder 
Spannungspulse eine zufallige Aktivierung der Pro- 
grammier- beziehungsweise Loschalgorithmen erfolgen 
kann, die zu einem ungewollten Uberschreiben bezie- 
hungsweise LOschen des flash-EPROMs fuhren kOn- 
nen. 

Vorteile der Erfindung 

[0003] Das erfindungsgemaBe Verfahren mit den im 
Anspruch 1 genannten Merkmalen bietet demgegen- 
uber den Vorteil, daB in einfacher Weise ein unbeab- 
sichtigtes Programmieren beziehungsweise LOschen 
des flash-EPROMs verhindert werden kann. Dadurch, 
daB die Program mierbeziehungsweise Loschalgorith- 
men in einem, dem flash-EPROM logisch zugeordne- 



ten, fluchtigen Speicher verlagert werden, wird 
vorteilhaft erreicht, daB durch zufalliges Beaufschlagen 
des flash-EPROMs mit einer elektromagnetischen Ent- 
ladung, Programmierfehler, Hardwarefehler und/oder 
5 Spannungspulse, eine versehentliche Uberschreibung 
beziehungsweise LOschung des gespeicherten Inhalts 
nicht erfolgen kann. 

[0004] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die fur die Abarbeitung der Program- 

w mierbeziehungsweise Loschalgorithmen notwendigen 
Adressinfbrmationen und Dateninformationen erst 
durch ein externes Programmiergerat zum Beschreiben 
beziehungsweise LOschen des flash-EPROMs bereit- 
gestellt werden. Hierdurch wird vorteilhaft erreicht, daB 

is trotz der im fluchtigen Speicher abgelegten Program- 
mier- beziehungsweise Loschalgorithmen dieser eben- 
falls nicht durch einen zufalligen Spannungspuls 
aktivierbar ist, da die zum Beschreiben beziehungs- 
weise LOschen des flash-EPROMs notwendigen 

20 Adress- beziehungsweise Dateninformationen nicht 
enthalten sind. Somit ist der flQchtige Speicher ohne 
eine exakte Initialisierung uber die notwendigen Adres- 
sen- und Dateninformationen nicht aktivierbar. Erst 
wenn durch eine serielle Kommunikation mit dem Pro- 

25 grammiergerat von diesem signalisiert wird, daB eine 
Programmierung, das heiBt Beschreibung, Uberschrei- 
bung oder LOschung des flash-EPROMs erfolgen soli, 
kOnnen die imflQchtigen Speicher abgelegten Program- 
mier- beziehungsweise Loschalgorithmen mit den not- 

ao wendigen Adressinformationen beziehungsweise 
Dateninformationen geladen werden. Dieses Laden des 
fluchtigen Speichers kann vorzugsweise uber einen 
vom Programmiergerat ausfuhrbaren Befehl oder durch 
unmittelbare Obergabe nach Herstellung der seriellen 

35 Verbindung zwischen dem Programmiergerat und 
einem das flash-EPROM aufweisenden Steuergerat 
erfolgen. 

[0005] Insgesamt kann durch das erfindungsgemaBe 
Verfahren sichergestellt werden, daB eine erhOhte 

40 Sicherheit der in dem flash-EPROM abgelegten Spei- 
cherinformationen gegenuber zufalligem Uberschrei- 
ben beziehungsweise LOschen, insbesondere infolge 
von auf EMV-StOrung zurQckzufQhrender Spannungs- 
pulse, verbessert ist. Dadurch, daB die Programmier- 

45 beziehungsweise Loschalgorithmen inaktiv sind und 
diese vorteilhaft zudem die notwendigen Adress- bezie- 
hungsweise Dateninformationen nicht enthalten, kann 
seibst durch ein mehrmaiiges, zum Beispiel durch EMV 
verursachtes Ausfuhren der LOsch- beziehungsweise 

so Programmieralgorithmen eine Programmierung bezie- 
hungsweise LOschung des flash-EPROMs nicht ausge- 
lOst werden, weil diese Algorrthmen nicht inrtialisiert 
sind. 

[0006] Wertere vorteilhafte Ausgestaltung en der Erf in- 
55 dung ergeben sich aus den ubrigen, in den Unteran- 
spruchen genannten Merkmalen. 
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Zeichnung 

[0007] Die Erfindung wird nachfolgend in einem Aus- 
fuhrungsbeispiel anhand der zugehdrigen Zeichnung, 
die ein Blockschaltbild des Verfahrens zum Beschrei- 
ben und/oder LOschen eines flash-EPROMs zeigt, 
naher erlautert 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

[0008] In der Figur ist in einem Blockschaltbild die Ver- 
schaltung eines flash-EPROMs 10 mit einem fluchtigen 
Speicher 12 sowie einem Programmiergerat 1 4 gezeigt. 
Der EPROM 10 ist uber Daten- beziehungsweise 
Adressleitungen 16 beziehungsweise 18 entsprechend 
der Matrixanordnung der Speicherelemente des 
EPROMs 10 programmierbar. Die Programmierung des 
EPROMs 10 ist uber eine hier lediglich angedeutete 
Leseverbindung 18 abgreifbar. 
[0009] Zur Programmierung des EPROMs 10 ist der 
fluchtige Speicher 12 vorgesehen, in dem ein Program- 
mier- und/oder LOschalgorithmus abgespeichert ist. 
Entsprechend des Programmier- und/oder LGschalgo- 
rithmus kOnnen die Daten- und Adressleitungen 16 und 
18 in bestimmter Reihenfolge angesteuert werden. Die 
Ausldsung des Programmier- und/oder LOschalgorith- 
mus erfolgt uber das Steuergerat 14, das einen entspre- 
chenden Befehl gibt. Bevorzugt ist, wenn das 
Steuergerat 14 die konkreten Adress- und Datenleitun- 
gen 16 beziehungsweise 18 dem fluchtigen Speicher 12 
vorgibt, an denen der im fluchtigen Speicher 12 abge- 
legte Programmier- und/oder LOschalgorithmus durch- 
gefuhrt werden soil. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Beschreiben und/oder LOschen 
eines flash-EPROMs, wobei eine Programmier- 
beziehungsweise LOschspannung einer Lesespan- 
nung des flash-EPROMs entspricht, und zum 
Unterscheiden der Programmierbeziehungsweise 
LOschspannung von der Lesespannung Program- 
mier- beziehungsweise Ldschalgorithmen mit defi- 
nierten Adressen und definierten Daten in einer 
definierten Reihenfolge abzuarbeiten sind, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Programmier- 
beziehungsweise Ldschalgorithmen in einem fluch- 
tigen Speicher verlagert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da8 eine Aktivierung des f luchtigen Spei- 
chers ausschlieBlich durch ein externes 
Programmiergerat erfolgt. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, da(3 eine Ober- 
gabe der den Programmier- beziehungsweise 
LOschalgorithmen zugeordneten Adressinformatio- 
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(54) Verfahren zum Beschreiben und/oder Lttschen eines f lash-EPROMs 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Beschreiben und/oder LGschen eines f lash-EPROMs, 
wobei eine Programmier- beziehungswelse LGschspan- 
nung einer Lesespannung des flash-EPROMs ent- 
spricht. und zum Unterscheiden der Programmier- 
beziehungsweise LOschspannung von der Lesespan- 
nung Programmier- beziehungsweise LOschalgorith- 
men mit definierten Adressen und def inierten Daten in 
einer definierten Reihenfolge abzuarbeiten sind. 

Es ist vorgesehen, daB die Programmier- bezie- 
hungsweise LOschalgorithmen in einem f IGchtigen Spei- 
cher verlagert werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Beschreiben und/oder LOschen eines flash-EPROMs 
mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten 
Merkmaien. 

Stand der Technik 

[0002] Als flash-EPROM (Erasable Programmable 
Read Only Memory) ausgebildete Halbleiterspeicher 
sind bekannt. Diese besitzen in einer Matrix angeord- 
nete Speicherzellen, die von ansteuerbaren Transistor- 
schaltungen gebildet werden, die entsprechend eines 
zu speichernden Dateninhalts in definierte Schaltzu- 
stande versetzbar sind. Zum Beschreiben, Oberschrei- 
ben und/oder LOschen der flash-EPROMs ist bekannt, 
diese mit einer Programmier- beziehungsweise Losch- 
spannung zu beaufschlagen, wobei entsprechend der 
gewQnschten Abspeicherung definierte Adressen und 
definierte Daten an die entsprechenden Adress- bezie- 
hungsweise Datenleitungen zu geben sind. Beim Ein- 
satz der flash-EPROMs in bestimmten 
Schaltungsanordnungen, beispielsweise in Steuergera- 
ten von Kraftfahrzeugen, ist es wunschenswert, daB 
eine Programmier- beziehungsweise Loschspannung 
der flash-EPROMs einer Lesespannung der flash- 
EPROMs entspricht, damrt kein zusatzliches Span- 
nungspotentia! bereitzustellen ist. Urn das Anliegen 
einer Programmier- beziehungsweise Loschspannung 
von der Lesespannung in diesem Fall unterscheiden zu 
konnen, ist bekannt, bestimrrrte Programmier- bezie- 
hungsweise Loschalgorithmen zu verwenden, mitteis 
denen ein versehentliches Beschreiben oder LOschen 
des flash-EPROMs verhindert werden soil. Diese Pro- 
grammier- beziehungsweise Loschalgorithmen beinhal- 
ten eine Bearbeitung einer Routine mit definierten 
Adressen und definierten Daten. Hierbei wird das flash- 
EPROM durch eine bestimmte Reihenfolge von 
Schreibbefehlen auf definierten Adressen und mit defi- 
nierten Daten angesteuert. Hierbei ist nachteilig, daB 
infolge zufalliger elektromagnetischer Entladung 
(EMV). Programmierfehler, Hardwarefehler und/oder 
Spannungspulse eine zufallige Aktivierung der Pro- 
grammier- beziehungsweise Loschalgorithmen erfolgen 
kann, die zu einem ungewollten Uberschreiben bezie- 
hungsweise Loschen des flash-EPROMs fuhren kOn- 
nen. 

Vorteile der Erfindung 

[0003] Das erfindungsgemaBe Verfahren mit den im 
Anspruch 1 genannten Merkmaien bietet demgegen- 
uber den Vorteil, daB in einfacher Weise ein unbeab- 
sichtigtes Programmieren beziehungsweise Loschen 
des flash-EPROMs verhindert werden kann. Dadurch, 
daB die Programmierbeziehungsweise Loschalgorith- 
men in einem, dem flash-EPROM logisch zugeordne- 



ten, fluchtigen Speicher verlagert werden, wird 
vorteilhaft erreicht, daB durch zufalliges Beaufschlagen 
des flash-EPROMs mit einer elektromagnetischen Ent- 
ladung, Programmierfehler, Hardwarefehler und/oder 
5 Spannungspulse, eine versehentiiche Uberschreibung 
beziehungsweise LOschung des gespeicherten Inhalts 
nicht erfolgen kann. 

[0004] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die fur die Abarbeitung der Program- 

w mierbeziehungsweise Loschalgorithmen notwendigen 
Adressinformationen und Dateninformationen erst 
durch ein externes Programmiergerat zum Beschreiben 
beziehungsweise Loschen des flash-EPROMs bereit- 
gestellt werden. Hierdurch wird vorteilhaft erreicht, daB 

15 trotz der im fluchtigen Speicher abgelegten Program- 
mier- beziehungsweise Loschalgorithmen dieser eben- 
falls nicht durch einen zufalligen Spannungspuls 
aktivierbar ist, da die zum Beschreiben beziehungs- 
weise Loschen des flash-EPROMs notwendigen 

20 Adress- beziehungsweise Dateninformationen nicht 
enthalten sind. Somit ist der fluchtige Speicher ohne 
eine exakte Initialisierung uber die notwendigen Adres- 
sen- und Dateninformationen nicht aktivierbar. Erst 
wenn durch eine serielle Kommunikation mit dem Pro- 

25 grammiergerat von diesem signalisiert wird, daB eine 
Programmierung, das heiBt Beschreibung, Uberschrei- 
bung oder LOschung des flash-EPROMs erfolgen soil, 
kOnnen die im f luchtigen Speicher abgelegten Program- 
mier- beziehungsweise Loschalgorithmen mit den not- 

30 wendigen Adressinformationen beziehungsweise 
Dateninformationen geladen werden. Dieses Laden des 
fluchtigen Speichers kann vorzugsweise uber einen 
vom Programmiergerat ausfuhrbaren Befehl oder durch 
unmittelbare Ubergabe nach Herstellung der seriellen 

35 Verbindung zwischen dem Programmiergerat und 
einem das flash-EPROM aufweisenden Steuergerat 
erfolgen. 

[0005] Insgesamt kann durch das erfindungsgemaBe 
Verfahren sichergestellt werden, daB eine erhOhte 

40 Sicherheit der in dem flash-EPROM abgelegten Spei- 
cherinformationen gegenuber zufalligem Uberschrei- 
ben beziehungsweise LOschen, insbesondere infolge 
von auf EMV-StOrung zurOckzufOhrender Spannungs- 
pulse, verbessert ist. Dadurch, daB die Programmier- 

45 beziehungsweise Loschalgorithmen inaktiv sind und 
diese vorteilhaft zudem die notwendigen Adress- bezie- 
hungsweise Dateninformationen nicht enthalten, kann 
selbst durch ein mehrmaliges, zum Beispiel durch EMV 
verursachtes Ausfuhren der LOsch- beziehungsweise 

so Programmieralgorithmen eine Programmierung bezie- 
hungsweise LOschung des flash-EPROMs nicht ausge- 
lOst werden, weil diese Algorithmen nicht initialisiert 
sind. 

[0006] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erf in- 
55 dung ergeben sich aus den ubrigen, in den Unteran- 
spruchen genannten Merkmaien. 
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Zeichnung 

[0007] Die Erfindung wird nachfolgend in einem Aus- 
fuhrungsbeispiel anhand der zugehflrigen Zeichnung, 
die ein Blockschaltbild des Verfahrens zum Beschrei- 
ben und/oder LOschen eines flash-EPROMs zeigt, 
naher eriautert. 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

[0008] In der Figur ist in einem Blockschaltbild die Ver- 
schaltung eines flash-EPROMs 10 mit einem fluchtigen 
Speicher 12 sowie einem Programmiergerat 14 gezeigt. 
Der EPROM 10 ist uber Daten- beziehungsweise 
Adressleitungen 16 beziehungsweise 18 entsprechend 
der Matrixanordnung der Speicherelemente des 
EPROMs 10 programmierbar. Die Programmierung des 
EPROMs 10 ist uber eine hier lediglich angedeutete 
Leseverbindung 18 abgreifbar. 
[0009] Zur Programmierung des EPROMs 10 ist der 
flQchtige Speicher 12 vorgesehen, in dem ein Program- 
mier- und/oder LOschalgorithmus abgespeichert 1st. 
Entsprechend des Programmier- und/oder LGschalgo- 
rithmus kflnnen die Daten- und Adressleitungen 16 und 
18 in bestimmter Reihenfolge angesteuert werden. Die 
AuslOsung des Programmier- und/oder LOschalgorith- 
mus erfolgt uber das Steuergerat 1 4, das einen entspre- 
chenden Befehl gibt. Bevorzugt ist, wenn das 
Steuergerat 14 die konkreten Adress- und Datenleitun- 
gen 1 6 beziehungsweise 1 8 dem fluchtigen Speicher 1 2 
vorgibt, an denen der im fluchtigen Speicher 12 abge- 
legte Programmier- und/oder LOschalgorithmus durch- 
gefuhrt werden soil. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Beschreiben und/oder Ldschen 
eines flash-EPROMs, wobet eine Programmier- 
beziehungsweise LOschspannung einer Lesespan- 
nung des flash-EPROMs entspricht, und zum 
Unterscheiden der Programmierbeziehungsweise 
LOschspannung von der Lesespannung Program- 
mier- beziehungsweise LOschalgorithmen mit defi- 
nierten Adressen und definierten Daten in einer 
definierten Reihenfolge abzuarbeiten sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Programmier- 
beziehungsweise LOschalgorithmen in einem fluch- 
tigen Speicher verlagert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Aktivierung des f lOchtigen Spei- 
chers ausschiieBiich durch ein externes 
Programmiergerat erfolgt. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine Ober- 
gabe der den Programmier- beziehungsweise 
LOschalgorithmen zugeordneten Adressinfbrmatio- 



nen und Dateninformationen uber das Program- 
miergerat erfolgt. 
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